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Datasheet

ASY 73

Symmetrische

GERMANIUM-NPN-SCHALTTRANSISTOREN

Mechaniache Daten:

Gehduse: Metall, JEDEC TO-5, 5 A 3 nach DIN 41 873

Die Baaia iat mit dem
Metallgehiuse verbunden.

Malangaben in mm.
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Kurzdaten:
KEellektor-Sperrapanoung UCH p = max.
Hollehtor-Emitter—Sperrapannung UCE y - max,
UCE g = max,
Eoallektorstrom IE “ MK .
Gesamtverluatleistung
o o -
bei 3 - 45 °C Ptnt = mMAX,
Sperrachichttemperatur &J - HAX.
Gleichatromverstirkung 3
bei U = 0, -1p - 200 mA By, ;
bei UEB - 0, _IC = 200 mA BI
Trumsit=-Fregquenz 2
hed UEE - 3 ¥, -IE -3 mA rT £
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ASY 73
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Absolute Gremgwerte: [giiltig bis By .‘:]

Kollektor-Sperrapannung bei Ip = 0: UCB g - mAax.,

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei -Ugp € 0,2 V: Upp v = max.
bei Ip = O: Upg g = max.
Emitter-Sperrapannung bei T. = 03 Upg o = max.
Kollektorstrom, Mittelwert: lc Ay ¢ max.
Basisatrom, Mittelwert: Iy py = mazx,
Basisastrom, Scheitelwert: Ip y = max,
Emitterstrom, Mittelwert: =lg gy = max,
Gesamiverlustleistung: - Ptut = max.
Sperrschichttemperatur: ) = MAX.,
Lagerungstempe ratur: bg = min.
&S = max,

Wirmewiderstand:

Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: Bew o E
Wirmewiderstand #wiachen Sperrachicht und Gehiuse: Rth G :
Futmee TR PR R
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1} Integrationazeit t . = max. 20 ms
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Eenowerte: (bei By = 25 Oz, safern nicht anders angegeben)
ASY T3 ASY T4 ASY TS
1——-—-——|lr__|f

Kallektor-Heaststrom

bei Upg = 5 V, Ip = 0: 5 3 A

bei Upg = 30 V, Ip = 0, 3; = 55 °C: Iep o 4 100 WA
Eollektorstrom

bei Upg = 20 V, —Upg = 0,2 V, 3; = 55 °%: I, & 50 wh
Basiastrom

bei Upy = 20 V, Ugy = 20 V, 8; = 55 %:  -Ig4 £ 50 oA
Emitter=Reststrom 3

bei Upp = 5V, Ip = 0 Iyp o 3 3 "

bei Upp = 30V, Ip = 0, 5; = 65 °C; Ign o a 100 WA
Kollektor-Emitter-Durchbruchapannung

bei Ip = 10 mA, Ip = O: U(BR)cE 0 ‘ 15 v
Sperrachicht-Berihrungesspannung ; Upt 2 20 v
Emitter-Leerlanfgleichapannung

bei Upg = 20 V, Ip = 0, 85 = 55 °C: Upn 1 4 0,18 v
Eellektor-Leerlaufgleichspannung

bei U = 20V, Ip = 0, 8; = 55 °C: Uen 11 5 0,18 v
Kol lektor-Emitter=Re stspannung

bei I = 50 mA, Iy = 2,5 mA: Ueg sat = 0,22 v

bei I = 50 mA, Ip = 1,25 mA: Uk sat = 0,22 v

bei I, = 50 mA, Ip = 0,75 mA: Uok sat = 0,22 v

bei Ip = 200 mA, Iy = 10 mA: Uck sat °© 0,3 v

bei I = 200 mA, Iy = 5,7 mA: Uck eat =~ 0,3 v

bei I = 200 mA, Ip = 4 mA: Uk sat 0,3 v

bei Ip = 400 mA, Ig = 20 mA: Ucg sat = 0,37 v

bei I = 400 mA, Iy = 13,5 mA: UcE eat 0,37 V
Emitter-Kollektor-Restspannung

bei Ip = 200 mA, Ig = 16,5 mA: Upe st 3 0.3 v

bei Ip = 200 mA, Iy = 10 mA: Upe sat ° 0,3 0,3 V
Basisspannung

bei Ip = 50 mA, Ig = 3 mA: Ugp 5 0,5 v

bei Ip = 50 mA, Ty = 1,5 ma: Upp L 0,38 v

bei Ip = 50 mA, Iy = 0,95 mA: Upgp & 0,34 ¥

bei Ip = 200 mA, Iy = 12 mA: Upp $ 0,9 v

bei Ip = 200 mA, Iy = 7 mA: Upg > 0,7 v

bei Ip = 200 mA, Iy = 5 mA: Uge < 0,6 W

bei Ip = 400 mA, Upp = 0: Upe 4 0,9 T
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Eennwerte, Fortsetzung: {hri QJ 25 nﬁj

ﬁ]rjrharrnmvvrnlﬁrhung

be i —IE = 00 mA, UEB = 0 By « 25 40 6o

b -]F = 200 =A, tFB = [ Rﬂ < 20 a5 50

hei _IH = 400 mA, Uep = O: By L 20 a0

bei —If = 200 mA, rLH 0 B 12 20 20
Transit=Frequenz

bei ECB =4V, rIE = 3 mA; ET % x4 t l“f MHz

'

Kollektorkapazitit

bei Upg = 5 ¥V, Ip =« 0, [ 1 MHz: Ce J i} pF

Emitterkapazitit
hei LEB = 6 ¥, lf =0, f =1 MHz: Et i ao pF

L

Einschalti=Zeitkonstante
het Stromsteuerung

und “FE X = 0,76 ¥, !f X = 200 mA: T + 1,75 -8
Einschalt-Zeitkon=tante
bei Spannungssticuerung
und Upp x = 5V, Ip y = 1 mA: T 3 0,2 s
Speicher-Zeithkonstante
bei Ip = 0, Iy = 1 mA: Toat > 1,75 e
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